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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาผลกระทบของการเคลือบฟลมคาโธดโปรงแสง (ITO) ดวยกระบวนการสปตเตอรริง 
ลงบนชั้นฟลมสารอินทรียเรอืงแสง Alq3 ความหนา 50 นาโนเมตร ที่เคลือบดวยกระบวนการระเหิดความรอน 
โดยเลือกศึกษา การเสียสภาพการเรืองแสงของชั้นฟลมสารอินทรีย เม่ือ ถูกเคลือบฟลมคาโธดโปรงแสงในสอง
เง่ือนไข (ก) การเคลือบฟลมคาโธดที่กําลังปกติ (200 วัตต) ในขัน้ตอนเดียวกระทั่งไดความหนาของฟลมคาโธด
ความหนา 100 นาโนเมตร และ (ข) การเคลือบฟลมคาโธดที่กําลังต่ํา (50 วัตต) เปนชั้นบาง 4 นาโนเมตร กอน
แลวจึงเปนขั้นตอนของการเคลือบฟลมคาโธดที่กําลังปกติ (200 วัตต) ความหนา 100 นาโนเมตร ทับซอน ใน
การศึกษาพบการเสียสภาพของชั้นฟลมสารอินทรียในสองลักษณะ คือการเลื่อนในความยาวคลื่นของแสงที่เปลง
ออกมาจากชั้นฟลมสารอินทรียเรืองแสง และการลดทอนความเขมของแสง ในกรณี (ก) มากกวากรณี (ข) 
สันนิษฐานวา พลังงานของอนุภาคจากพลาสมา เชนอิเล็กตรอน ทีมี่พลังงานเพิ่มขึ้นตามกําลงัของพลาสมา เม่ือ
เขากระทบกับชั้นสารอินทรียทําใหสงผลกับจํานวนพันธะที่มากกวา ทั้งยังสามารถเคลื่อนที่ลึกลงไปในชั้นฟลม
ของสารอินทรียมากกวา ทาํใหเสียสภาพมากกวา ซ่ึงสอดคลองกับผลการจําลอง แนวทางหนึง่ในการลดการเสีย
สภาพคือการเคลือบฟลมคาโธดรองพื้นที่กําลังพลาสมาต่ํากอน ใหมีความหนาเล็กนอย กอนที่จะเคลือบฟลม
คาโธดที่กําลังปกติ  

Abstract 

This work studied effects of sputtered-deposition of transparent cathode film (ITO) on an organic light 
emitting layer, Alq3. The thin organic light emitting layer of 50 nm was first evaporated before overlaid with 
ITO films by sputtering. Two conditions of ITO sputtering were studied; (a) normal-power deposition at 200 
W in one step to 100 nm and (b) low-power deposition (50 W) to 4 nm thick  followed by normal-power 
deposition   to 100 nm.  It has been found that the organic layer films were affected on two ways; one was 
color shifting and the other was reduction on light emission intensity. Both effects were stronger in the first 
conditions, i.e., one-step process than the two-step process. One of the explanations may come from the 
fact that particles become more energetic at higher sputtering power; hence more numbers of bonding to be 
damaged and more penetrating power to deeper into the organic layer. This result agrees well with our 
simulation. One way to suppress this problem is to use the two-step process with low-power sputtering as a 
buffer-layer prior to the normal deposition. 


